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Kennlinie einer Si-Diode
Aufbau mit Leiterbausteinen und Briickenstecker

Versuchsziel

1. Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Spannung U und der Stromstéarke | bei einer in Durchlassrichtung geschal-
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teten Diode
Aufbau
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Gerate Messbeispiel
1 Diode IN4007, BST D ...oovveeeeceeresieeeissieeienenn. 539 035 Spannung U in V Stromstarke 1in mA
1 Widerstand 100 Q, BST D 539 009 0 0
1 Kippschalter, BST D ....cccovevveeeieceeeeeeceeeee e 539 025 0,1 0
1 Leitungsbaustein gerade mit Buchse, BST D......... 539 002 0,2 0
2 Leitungsbausteine gerade mit 2 Buchsen, BST D.. 539 003 0,3 0
3 Leitungsbausteine 90°-Ecke, BST D.........ccceeeneee. 539 004 04 0
1 Leitungsbaustein 90°-Ecke mit Buchse, BST D ..... 539 005 0,5 0
10 Briickenstecker, BST ....c.ccvovivivreanaeanaeaeaenneans 539 000 0,6 0,2
2 Demo-Multimeter, PasSiV........cccueveerieeiieeesieeniienns 531 906 0,7 12
1 AC/DC-Netzgerat 0...12 V .....cceeiereiiiaiieeiie e 521 49 0,8 96
6 Sicherheits-Experimentierkabel, 100 cm, schwarz. 500 644 A
1 Demonstrations-Experimentier-Rahmen................ 301 300 gswertung
1 Magnet-Hafttafel ............o.ocoveeeieeeeceeeeenn 301 301 I InAmA
100
Durchfiihrung 80
- Schaltung aufbauen.
- Kippschalter schlieBen und die Spannung U — beginnend 60
von 0 V — jeweils um 0,1 V erhdhen.
- Spannung U und Stromstarke | am Demo-Multimeter able- 40
sen und in die Tabelle eintragen. 20
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Ab einer Schwellspannung Ug flieRt durch eine in Durchlass-
richtung geschalteten Diode ein hoher Strom I.

Ist die Spannung U kleiner als die Schwellspannung Ug ist
nur ein sehr kleiner oder kein Strom nachweisbar.

© by LD DIDACTIC GmbH - Leyboldstrae 1 - D-50354 Hurth - Telefon: +49-2233-604-0 - Fax: +49-2233-604-222 - E-Mail: info@Id-didactic.de

Technische Anderungen vorbehalten



D4.1.24.a

Elektronische Grundschaltungen Demonstrationsversuche Physik

Halbleiterdioden Sekundarstufe 1
Kennlinie einer Si-Diode
Aufbau mit Leiterbausteinen und Briickenstecker

Die Schwellspannung Ug betragt bei der verwendeten Si-
Diode ca. 0,7 V.
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